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１．概要（Summary） 
冷陰極電子源の産業利用を進めるためには、その適

用範囲を広げるために、高出力化、高信頼性化が重要な

課題となる。冷陰極電子源ではエミッションに電界放出を

用いるため、その Gate Hole Size が特性上の重要なファ

クターとなる。本研究では東大の EB Lithography 装置

と Metal Dry Etcher とを用いてこの Gate Hole の微細

加工の条件検討を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
Gate Hole の加工検討、および冷陰極チップの試作、

解析には下記の東大武田先端知ビル内の、また筑波大

学微細加工プラットフォームの設備を用いた。 
- F7000S 電子線描画装置 (東大武田ビル) 
- ドラフトチャンバー （東大武田ビル） 
- Metal Dry Etcher （東大武田ビル） 
- スパッタ装置 （筑波大学微細加工 PF） 
- SEM （筑波大学微細加工 PF） 
評価手順としては、東大の EB 露光プロセスの条件検

討を行い、Gate Cr 上に微細な Gate Hole を形成し、こ

の形状を SEM 観察して評価した。 
Table 1 に試作した EB 露光条件を示す。 EB Resist 

(ZEP520A) 膜厚 400nm を用いて Mask Size 80 ～
180 nm φの Hole を各露光条件で形成し、現像後にＳＥ

Ｍ観察した。 
(東京大学微細加工 PF 課題番号:F-14-UT-0091) 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に各露光条件での現像後のレジスト形状を示す。

たとえばMask Size 100nmのとき露光量が105 µC/cm2
以下では Bottom まで開口せず、110 µC/cm2 以上の露

光量が必要なことがわかる。このときレジストの開口径は

110nm となる。これらの基礎検討の結果から適正な Gate 

Hole Size を制御することが可能となった。 
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Table 1 EB lithography conditions 

Fig 1 Cross sectional view of hole-openings after 
development 


